
以奋斗者为本，以客户为中心

坚持价值贡献

流明芯智能科技（深圳）有限公司创立于2010年，总部在科技之都深圳，在是一家从成立伊始

即专注于数模混合芯片的技术和产品落地，推动绿色智能科技发展的模拟芯片集成服务领导品牌。

流明芯拥有业界最完整解决方案和MCU、电源管理芯片、信号链芯片、功率器件产品线。产品

种类齐全，包括DC-DC升压恒流LED驱动、DC-DC降压恒流LED驱动、同步开关降压DC-DC恒流LED
驱动、DC-DC升降压恒流LED驱动、线性恒流LED驱动、DC-DC降压恒流三功能LED驱动，DC-DC降
压恒压芯片、DC-DC升压/降压恒压芯片、超低功耗DC-DC升压恒压芯片、传感器、智能语音IC、感

应芯片、智能驱动、马达驱动、栅极驱动、运算放大器、ADC模数转换器、DAC数模转换器、模拟前

端AFE、充电管理、MPU电源管理单元、逻辑IC、电平转换电路、LDO、雷达感应（微波感应）模块、

红外感应IC等诸多门类。

授权分销多个国内外领先品牌的半导体器件；同时整合器件资源，以满足客户需求为目标，为全

球客户提供创新性、客户化的产品和服务，帮助客户实现持续赢利和成功，构建客户市场的未来。我

们同客户深入沟通，提供独特的设计观点，为客户提供具有竞争力的全面的解决方案和产品。自主研

发，面向各电子细分行业领先企业，提供系列电源管理和智能控制解决方案，分销和方案服务领跑行

业。

 流明芯凭借强大的营销策划能力和丰富专业的市场运作经验，获取授权的主要合作伙伴有韩国动

运科技DONGWOON、华润微（PowTech、CR MICRO）、华晶微CRHJ、永源微APM、欧创芯OCX、
众芯元MassChip、上海芯龙XLSEMI、南麟电子、瑞盟科技、航天民芯、ChipWays、希荻微Halo等。

流明芯秉承“以奋斗者为本，以客户为中心，坚持价值贡献”的企业价值观，专注代理芯片的技

术和产品落地，推动绿色智能科技的持续发展，代理分销和应用方案领跑中国半导体细分领域。
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LAN1168E系列车灯驱动方案：
业界首创耐压200V线性驱动，车灯风扇故障停运也不死灯

代理合作品牌
Agent Brand
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数模转换器 DAC
Digital-Analog Converter

运算放大器

Operational Amplifier 

CMOS 逻辑电路
CMOS Logical Circuits

传感器

Sensors
模拟开关

Analog Switch Series

电平转换芯片

Level Converter Series
  

电机驱动/栅极驱动
Motor/Gate Drivers

LED 驱动
LED Drivers

MCU单片机
Microcontroller Unit

模数转换器ADC
Analog-Digital Converter 

智能语音芯片

Smart Speech MCU 

功率器件

Power Devices
（MOS & IGBT）

低压差线性稳定器

LDO Series

充电管理

Charger Managements

DC to DC Series

模拟前端AFE
Analog Front End 

AC to DC Series

3

流明芯智能科技（深圳）限公司



流明芯智能科技（深圳）限公司
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一、 如何解读 MOSFET 规格书

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：下面为两个典型同行的规格书标注 

 

左边为只标注 Type，右边 Type 都不标注直接就等于号，这样很容易客户出现误解，把我们规格书首页的最大值去匹配他们的典型值。同时这里面会存在一个隐患，因为

MOSFET 参数本身是一个会存在离散的，如果规格书首页标注的是典型值，客户误解以为是标准参数，大客户测试标准是根据规格书测试，假设标准为 13Mr 内阻,但是由于

离散在 15Mr，但是因为最大值在 18Mr 所以他在测试的时候不会筛掉。但是大客户根据你测试出来在 15Mr，比你标准的内阻高了 2Mr，这个时候很容易造成误解从而会进

入大客户黑名单，所以一般来说，行业标准类似英飞凌，ON，ST 或者台系品牌或者新结能等品牌都是在首页标注最大值。(Type:典型值  Min：最小值  Max：最大值) 

APM 型号 

简述产品信息：单 N 管还是，单 P 管，还是 N+P/N+P 增强

型还是耗尽型。耗尽：Depletion   增强：Enhancement

沟道排布二极管箭头往下是 N，箭头往上是 P。独立两

个是分开的 N和 P，单沟道的就是单 N 和单 P，带横线

的说明共地

管脚定义和丝印说明，AP6G04S 表示型号，XXX 表示晶元批号和

封装编码，YYYY 表示日期 

产品实物示意图 

产品描述简介，

设计工艺等信息

产品简单参数描述，内
阻描述都是最大值。实
际要看

Type（典型值）

产品应用领域

型号                  封装

丝印内容 MOQ最小包装

数量 

晶元功耗，表示温度和功率的比例，数值越小
芯片面积越大。表示单位功率增加1W，会增加

的温度数值

封装功耗，表示温度和功率的比例，数值越小
封装散热效果越好。表示单位功率增
加 1W，会加的温度数值增

额定电压

雪崩能量

计算电流



5

 

注意： 

开启电压： 

这里很多人员刚接触 MOS 会有一个误区，认为我只需要给到规格书标注的电压就可以将 MOS 打开，这个

是有问题。MOS 分成半导通（图一）和全导通两种概念。当你给到驱动电压值后 MOS 会打开，但是会处于

半导通，当你给到一定压降后 MOS 才会完全打开。 

 电流 

图一 

  

 电流 

图二 

 

 

全导通条件：Vth（Type）x3=完全导通电压 

注：实际条件下可以参考 Type 值作为参考值，但是建议理论上要根据最大值作为计算值 

一般情况下不同开启电压内阻可以参考如下公式（不可作为标准，仅供参考） 

当前开启电压 当前内阻 

完全导通电压 完全导通内阻 

 

 

 

耐压典型值数据

结电容数据，CISS：输入电容，COSS：输

出电容。CRSS:反馈电容

完全导通电压内阻

开启电压数据

半导通内阻

流明芯智能科技（深圳）限公司
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结电容： 

关于结电容数据，很多工程师一直纠结结电容数据，认为结电容越低越好。 

但是其实对于结电容数据来看，他代表的是栅氧层厚度，结电容越大。一般情况下，结电容越大，芯片尺寸

越大。对应开关速度会比较慢 

根据开关速度，我们总结了一些我们客户的一些对结电容的参考对照表 

开关频率 输入电容 Ciss 

0-250K 没要求 

250-350K（车载） 3500pf 以内 

350-1.2M 2000pf 以内 

1.2-1.8M 1200pf 以内 

1.8-2.4M 720pf 以内 

2.4-3.2M 490Pf 以内 

 

二、如何比较替换 MOSFET。

MOS 匹配替换几个指标： 

A：Design process（设计工艺） 

B：channel（沟道） 

C：Package（封装形式） 

D：BVDSS（耐压） 

E：RDS-Type/RDSMax（内阻） 

F：Vth（开启电压） 

注：请注意关于内阻，很多公司都是为了迎合市场需要往往在首页标注典型值/最小值。对比原则要一一对应。 

1、当客户咨询 A 型号 MOS，你们是否有替换的产品的时候。该如何处理？ 

例如：客户咨询英飞凌 IPP070N08N3G,该如何去匹配替换的型号呢？ 

先上半导小芯 http://www.semiee.com/ 官网输入英飞凌型号，查看首页查看：设计工艺，沟道，封装

形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设计工艺 

封装形式 

沟道 

流明芯智能科技（深圳）限公司
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接下来主要要查看第二页数据：耐压，开启电压，内阻典型值 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤一：对照 APM mosfet list，先挑选工艺 

 

 

 

 

 

 

Opti 工艺对应 SGT 工艺。 

工艺 常见叫法 

平面工艺 Planar 

沟槽工艺 Trech 

屏蔽栅工艺 SGT，Super Trench Opti，SFG，等 

超结工艺 COOL MOS   Super Juction 

 

 

耐压值 

内阻典型值 

开启电压 

流明芯智能科技（深圳）限公司
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步奏二：进入 VDS（耐压）筛选表，对应耐压值筛选按键。例如：IPP070N08N3G 为 80V 产品，因此勾选 80 或者 80V 以

上的产品耐压 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤三：找到 Package 筛选页面，找到对应的封装形式。例如：IPP070N08N3G 为 TO-220-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

步骤四：找到 Vgs（th）表格，挑选典型值接近产品，（注意：是接近的，MOSFET 是没有绝对一样的典型值的，接近的即可） 

 

步骤五：找到 RDS-10V 这个系列，选择典型值接近的产品。 

 

步骤六：选择常出货的产品：最后选择了 AP120N08P   

 

流明芯智能科技（深圳）限公司
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三、如何从源头设计选型 MOS。

步骤一：先选择驱动电压（Vth）

判断 MOSFET GS 实际驱动电压是多少，根据公式：完全导通电压=Vth*3。计算出应该选择 MOS 的驱动电压

的范围，（在很多时候可以参考 MOS 的 Vth Type）

 

步奏二：选择合适的耐压（VDS） 

常规而言，VDS=实际工作电压*1.5。 

 

但是根据不同应用会产生不同的余量设计，下面是根据不同应用汇总的一个参考指标 

应用市场 设计余量 备注 

电机驱动 2 倍 不发生堵转 

电机驱动 2.5 倍 存在堵转现象 

电机驱动 4 倍 霍尔控制调速 

LED 开关电源 2 倍 输入电压波动大 

DC-DC 开关 1.5-2 倍  

雾化高频驱动 5 倍  

同步整流 5 倍  

Vbus 1.5 倍  

BMS 1.5-2 倍  

太阳能控制器 1.5 倍  

   

 

步骤三：选择合适的封装（Package） 

1、考量封装形式通用性 

2、考量产品设计的尺寸大小 

3、考量产品功率和设计余量温度，根据封装热阻系数选择封装形式 

热阻系数：表示功率每上升 1W，会产生多少温度 

封装形式 热阻系数（℃/W） 封装形式 热阻系数（℃/W） 

SOT23  SOP-8  

SOT23-3  SOT89  

TO-252  SOT223  

TO-251  DFN2*2-6  

TO-220F  PDFN3*3  

TO-220  PDFN5*6  

TO-263  DFN8*8  

TO-247  TOLL  

 

 

 

 

 

流明芯智能科技（深圳）限公司
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联系地址：深圳市龙华区龙观东路62号柏龙大厦716

联系电话：0755-2359 0775

网站地址：www.lumen-chip.com

流明芯智能科技（深圳）限公司

    企业微信    企业公众号


